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摘要：为了在不提高驱动电流的前提下增大垂直腔面发射激光器的输出功率，提出了一种将多个垂直腔面发射激光器芯

片串接在一起的结构。首先，将垂直腔面发射激光器芯片焊接在氮化铝陶瓷热沉上，接着用金丝引线的方法以串联方式

将芯片连接在一起。分别测试了串接４个、２个 和 单 个 芯 片 器 件 的 微 秒 脉 冲 输 出 功 率 和 纳 秒 脉 冲 输 出 功 率，其 分 别 为

７７５，４１６，２１７ｍＷ和１８．９，９．８，５Ｗ，测试结果显示串接４个和２个芯片器件的输出功率分别约为单个芯片输出功率的４
倍和２倍。串接多个芯片器件的发射光谱半高宽（ＦＷＨＭ）比单个器件的略宽，但是可以通过选择均一性良好的芯片来

解决这一问题。实验显示，串接结构可以实现在不提高驱动电流的条件下大幅度提高输出功率。
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１　引　言

　　目前，小功率垂直腔面发射激光器（ＶＣＳＥＬ）

在数据通信，激光鼠标，光谱光源以及光编码器等

领域的应用已经相当成熟，人们的目光逐步转向

大功率ＶＣＳＥＬ的 应 用 领 域。大 功 率 ＶＣＳＥＬ可

以广泛地应用于激光测距、激光雷达、激光制导、

激光医疗等领域，并以其圆形输出光束，易于光纤

耦合，制作成本低等优点而越来越受到人们的重

视［１－６］。因此，如何增大ＶＣＳＥＬ的输出功率是目

前极受关注的重大课题。

目前有两 个 方 法 可 得 到 大 功 率 输 出 的 ＶＣ－
ＳＥＬ器 件：其 一，增 大 单 管 器 件 的 窗 口 直 径。虽

然增加窗口直径可以增大输出功率和减小串联电

阻，但是输出功率并不可无限增大，而是存在一个

最佳值，当窗口直径大于最佳值以后，输出功率将

不会增加；而且增大窗口直径会使电流注入不均

匀，导致光束质量下降。可见，通过增大单管器件

的窗口直径来增加ＶＣＳＥＬ输出功率的方法是有

无法弥补的缺陷和局限性的。其二，制作列阵器

件，即通过集成多个发光单元来实现大功率输出。

但是ＶＣＳＥＬ列阵中的发光单元是以并联的方式

连接在一起的，集成度越高，所需要的驱动电流就

越大，按照一个发光单元的阈值电流１Ａ计算，驱

动电流为阈值电流的３倍，即３Ａ，如果一个列阵

集成２　０００个ＶＣＳＥＬ发光单元，那么驱动电流将

需要６　０００Ａ，由 此 产 生 的 问 题 是 如 何 得 到 如 此

大的电流源。目前国际上能做的最大脉冲电流源

也不超过５　０００Ａ，也 就 是 说 想 集 成 更 多 的 发 光

单元是无法实现的。因此，通过增大列阵集成度

来提高输出功率也遇到了无法逾越的障碍。

为了解决这一问题，本文提出了一种 将 发 光

单元串联在一起的连接方式，这里的发光单元可

以是ＶＣＳＥＬ单管 也 可 以 是 ＶＣＳＥＬ列 阵。采 用

这种方式不仅不需要增大器件的窗口直径，避免

了电流注入不均匀的问题；同时又在现有电流源

的驱动电流下大大增加了发光单元的集成度，实

现了ＶＣＳＥＬ的高功率输出。

２　芯片制作工艺及串接结构

　　提出的串接结构所用的ＶＣＳＥＬ芯片是用金

属氧化物汽相沉积法在ｎ型掺杂的ＧａＡｓ衬底上

生长而成 的。６ｎｍ 厚 的 ＧａＩｎ０．２Ａｓ量 子 阱 和８

ｎｍ厚 的 ＧａＡｓ０．９２Ｐ垒 组 成 有 源 层，有 源 层 夹 在

３０．５对 硅 掺 杂 的ｐ型 Ａｌ０．９Ｇａ０．１Ａｓ／Ａｌ０．１２Ｇａ０．８８
Ａｓ　ＤＢＲ 和２８对 碳 掺 杂 的ｎ型 Ａｌ０．９Ｇａ０．１Ａｓ／

Ａｌ０．１２Ｇａ０．８８Ａｓ　ＤＢＲ之 间，在 有 源 层 和ｐ型ＤＢＲ
之间有一层厚度为３０ｎｍ的Ａｌ０．９８Ｇａ０．０２Ａｓ层，对

该层进行湿法氧化形成氧化限制窗口，可实现对

电流和光的限制。

通过湿法腐蚀法在外延片表面形成圆柱形台

面，腐蚀深度应超过氧化限制层，从而暴露出氧化

限制层为后续的湿法氧化工艺做好准备，氧化之

后在外延片表面溅射一层ＳｉＯ２ 钝化层，然后套刻

圆形电极，腐蚀掉电极内部的ＳｉＯ２ 钝化层形成电

流注入窗口，在ｐ面生长Ｔｉ－Ｐｔ－Ａｕ层作为ｐ型电

极，ｎ面减 薄 和 抛 光 衬 底，在 衬 底 上 生 长 Ａｕ－Ｇｅ－
Ｎｉ作为ｎ型 电 极，剥 离 出 光 窗 口。最 后 进 行 合

金、解理、测试［７－１０］。图１为ＶＣＳＥＬ列 阵 发 光 单

元的横向示意图。

图１　ＶＣＳＥＬ列阵发光单元横向示意图

Ｆｉｇ．１　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｏｆ　ｃｒｏｓｓ　ｓｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ＶＣＳＥＬ　ａｒｒａｙ

将经过上述工艺流程得到的芯片焊接在表

面指定区域金属化的绝缘氮化铝陶瓷片上，键合

金丝，最 后 引 出 电 极（如 图２）。本 文 所 采 用 的
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ＶＣＳＥＬ列阵 芯 片 为５×５列 阵，芯 片 尺 寸 为３

ｍｍ×４ｍｍ，为了配合芯片尺寸，这里将氮化铝陶

瓷热沉的尺寸设计为１６ｍｍ×１６ｍｍ，其中用来

焊接芯片的金属化区域宽度为５ｍｍ（如图２），指

定区域的金属化既有助于芯片的焊接又起到电流

导通的作用，而氮化铝陶瓷既起到热沉的作用，又

起到各金属化区域之间的隔离绝缘作用，各金属

化区域之间的 绝 缘 隔 离 部 分 宽 度 为０．５ｍｍ，最

后通过金丝键合将各个区域连接起来形成一个整

体并引出正负电极。

图２　ＶＣＳＥＬ列阵串接结构示意图

Ｆｉｇ．２　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｏｆ　ＶＣＳＥＬ　ａｒｒａｙ　ｉｎ－ｓｅｒｉｅｓ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

３　器件测试

　　对该 串 接 器 件 进 行 了 功 率 和 发 射 光 谱 的 测

试。串联４个、２个 和 单 个 列 阵 芯 片 的 器 件 在 微

秒脉冲条件下的功率如图３（ａ）所示，其脉宽为５０

μｓ，频率为１００Ｈｚ，芯片为发射波长９８０ｎｍ的底

发射５×５列阵，３种器件的输出功率分别为７７５，

４１６和２１７ｍＷ。图３（ｂ）为串联４个、２个和单个

列阵芯片器件在纳秒脉冲条件下的功率曲线，其

脉宽为１００ｎｓ，频率为１００Ｈｚ，芯片为发射波 长

９８０ｎｍ的底发射５×５列阵。３种器件的输出功

率分别为１８．９，９．８和５Ｗ。从图中可以看出，３
种器件的阈值电流基本一致，等于单个列阵器件

的阈值电流，这是因为列阵芯片之间采取的是串

联的方式，所以当多个芯片串接之后并不需要更

大的电流来达到阈值。在相同的注入电流下，串

联２个芯片的器件功率接近单个芯片器件功率的

２倍，而串联４个 芯 片 的 器 件 功 率 接 近 单 个 器 件

功率的４倍，因此该串接结构能在不提高注入电

流的前提下大大提高输出功率。

（ａ）３种串接器件在微秒脉冲条件下的功率曲线

（ａ）Ｃｕｒｒｅｎｔ－ｐｏｗｅｒ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆ　ｔｈｒｅｅ　ｄｅｖｉｃｅｓ　ｕｎｄｅｒ　ｍｉ－

ｃｒｏｓｅｃｏｎｄ　ｐｕｌｓｅ

（ｂ）３种串接器件在纳秒脉冲条件下的功率曲线

（ｂ）Ｃｕｒｒｅｎｔ－ｐｏｗｅｒ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆ　ｔｈｒｅｅ　ｄｅｖｉｃｅｓ　ｕｎｄｅｒ　ｎａｎ－
ｏｓｅｃｏｎｄ　ｐｕｌｓｅ

图３　３种串接器件的功率输出曲线

Ｆｉｇ．３　Ｃｕｒｒｅｎｔ－ｐｏｗｅｒ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆ　ｔｈｒｅｅ　ｄｅｖｉｃｅｓ

图４　２种串接器件的发射光谱图

Ｆｉｇ．４　Ｌａｓｉｎｇ　ｓｐｅｃｔｒａ　ｏｆ　ｔｗｏ　ｄｅｖｉｃｅｓ
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　　图４是２种串接器件的发射光谱图，分别是

单个器件和串接４个芯片的器件。从图中可以看

出串接４个芯片的器件比单个器件的ＦＷＨＭ 略

宽，这是由４个列阵芯片发射光谱的均一性较差

导致的。因 此 串 接 结 构 应 选 择 均 一 性 较 好 的 芯

片，以保证串接结构的性能优良。

表１　ＶＣＳＥＬ串接结构的主要参数

Ｔａｂ．１　Ｍａｉｎ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｏｆ　ＶＣＳＥＬ　ａｒｒａｙ　ｉｎ－ｓｅｒｉｅｓ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

串接发光

单元个数

斜效率

（Ｗ／Ａ）
２Ａ电流下

输出功率／ｍＷ 电压／Ｖ
１　 ０．１７５　 ２１７　 ２．１２
２　 ０．３１３　 ４１６　 ４．３５
４　 ０．５５４　 ７７５　 ８．０６

表１所列 为 ＶＣＳＥＬ串 接 结 构 的 主 要 参 数，
从表中可以看出，串接结构的斜效率、电压和输出

功率都随串接芯片的增加而按比例增加。虽然电

压的增大无益于器件功能，但是综合各项参数来

看，这种串接结构还是有意义的。

４　结　论

　　本 文 提 出 了 将 多 个 ＶＣＳＥＬ芯 片 串 接 的 结

构，该结构可在得到大功率输出的同时既不需要

增大器件的窗口直径又避免了大电流源制作的困

难。串联４个、２个 和 单 个 列 阵 芯 片 器 件 在 脉 宽

５０μｓ，频率１００Ｈｚ的 微 秒 脉 冲 条 件 下 的 输 出 功

率分别为７７５，４１６和２１７ｍＷ。相同的器件在脉

宽为１００ｎｓ，频率为１００Ｈｚ的纳秒脉冲条件下的

输出功率分别为１８．９，９．８和５Ｗ。测试表明串

接４个和串接２个芯片器件的输出功率分别约为

单个芯片器件输出功率的４倍和２倍。此外，串

接结构的斜效率和电压也随串接芯片的增加而按

比例增加，虽然光束质量稍有变差，但是可以通过

选择均一性好的芯片进行串接或者通过后期的光

束整形来克服。
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